Masterarbeit: Simulation spontaner Rekombination

bei hohen Ladungstrager-Dichten

Thema: Spontane Emission in AIGaN Quantum Wells bei hohen
Ladungstrager-Dichten

Bei hohen Ladungstragerdichten beeinflussen Streuprozesse die
Ubergangsraten zwischen den Sub-Béndern von AlGaN Quantum Wells, die
fur LEDs und Laser-Dioden im UV-Bereich notwendig sind. Dies kann durch
Storungsrechnung berucksichtigt werden.

Aufgabenstellung: In dieser Masterarbeit soll das bestehende Simulations-
Modell iber den Einfluss von Streuprozessen auf stimulierte Rekombination
erweitert werden, um spontane Emission im gleichen Formalismus zu
berucksichtigen. Damit sollen insbesondere Erkenntnisse Uber das Verhalten
von Laser-Dioden unterhalb des Lasing-Threshold gewonnen werden.
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